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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年9月11日(2014.9.11)

【公開番号】特開2014-41999(P2014-41999A)
【公開日】平成26年3月6日(2014.3.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-012
【出願番号】特願2013-127968(P2013-127968)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/38     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  33/00    ２１０　

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月28日(2014.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面と、前記第１面とは反対側の第２面と、を有する第１導電形の第１半導体層と、
　前記第１半導体層の前記第２面の側に設けられた第２導電形の第２半導体層と、
　前記第１半導体層と前記第２半導体層との間に設けられた発光層と、
　前記第２面と接し、前記第１半導体層の屈折率よりも低い屈折率を有する誘電体層と、
　前記第２面と接し、前記誘電体層と隣接して設けられた第１部分と、前記誘電体層の前
記第１半導体層とは反対側に接する第２部分と、を有する第１電極であって、前記第２面
に平行な面に投影したときに前記第２半導体層と重ならない第１電極と、
　前記第２半導体層のうち前記発光層とは反対側と接する接触部を含む第２電極と、
　を備えた半導体発光素子。
【請求項２】
　前記第２面に平行な面に投影したときに前記接触部と前記発光層とが重なる請求項１記
載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記第２電極の前記第２半導体層とは反対側に設けられた支持基板をさらに備えた請求
項１または２に記載の半導体素子。
【請求項４】
　前記第１電極は、前記第２面に平行な面に投影したときに前記第１半導体層と重ならな
い延在部を有し、
　前記延在部のうち前記支持基板とは反対側に設けられ前記延在部に接するパッドをさら
に備えた請求項３記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記第２電極は、前記接触部の前記第２半導体層とは反対側に設けられ、前記支持基板
と接し、前記第２面に平行な面に投影したときに前記第１電極と重なる接合用金属部を有
する請求項３または４に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記第１部分は、前記パッドの側から前記第２面に沿った第１方向に延在し、
　前記パッドのうち前記第１方向に垂直な第２方向の長さは、前記第１電極の前記第２方
向の長さよりも長い請求項４または５記載の半導体発光素子。
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【請求項７】
　前記第１部分は、前記第２面に沿った第１方向に延在し、
　前記第１部分の前記第１方向の長さは、前記第１方向に垂直な第２方向の長さよりも長
い請求項１～６のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項８】
　前記第１部分のうち前記第２方向の前記長さは、前記第２電極のうち前記第２半導体層
と接する部分における前記第２方向の長さよりも短い請求項７記載の半導体発光素子。
【請求項９】
　前記接触部の面積は、前記第１電極の面積よりも大きい請求項１～８のいずれか１つに
記載の半導体発光素子。
【請求項１０】
　前記誘電体層は、
　　前記第１電極の前記第１半導体層とは反対側において前記第１電極を覆う部分をさら
に有する請求項１～９のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１１】
　前記第１電極は、
　　前記第１部分を有する第１導電層と、
　　前記第２部分を有し、前記第１導電層の前記第１半導体層とは反対側に接するととも
に、前記第１導電層と異なる材料を含む第２導電層と、
　を有する請求項１～１０のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１２】
　前記誘電体層は、前記第１導電層の前記第１半導体層とは反対側に接する請求項１１記
載の半導体発光素子。
【請求項１３】
　前記第１電極は、
　　前記第１部分及び前記第２部分を有する第１導電層と、
　　前記第１導電層の前記第１半導体層とは反対側において前記第１導電層と接し、前記
第１導電層の材料とは異なる材料を含む第２導電層と、
　を有する請求項１～１０のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１４】
　前記第１半導体層は、
　　前記第１面に設けられ、前記発光層から放射される発光光のピーク波長以上であるピ
ッチで設けられた凹凸部を有する請求項１～１３のいずれか１つに記載の半導体発光素子
。
【請求項１５】
　第１導電形はｎ形であり、
　第２導電形はｐ形である請求項１～１４のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１６】
　前記第２電極のうち少なくとも前記第２半導体層に接する側の材料は、Ａｇを含む請求
項１～１５のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１７】
　前記第１電極のうち少なくとも前記第２面に接する側の材料は、Ｔｉ、Ａｕ、Ａｌ、Ａ
ｇ、若しくはこれらのいずれか１つを含む合金、又はＩＴＯを含む請求項１～１６のいず
れか１つに記載の半導体発光素子。
【請求項１８】
　前記誘電体層は、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、又はＳｉＯＮを含む請求項１～１７のいずれか１
つに記載の半導体発光素子。
【請求項１９】
　前記第１半導体層はＧａＮを含み、
　前記第２半導体層はＧａＮを含む請求項１～１８のいずれか１つに記載の半導体発光素
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子。
【請求項２０】
　前記第１電極と前記第２半導体層との間隔は、前記誘電体層の膜厚よりも広い請求項１
～１９のいずれか１つに記載の半導体発光素子。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　実施形態に係る半導体発光素子は、第１導電形の第１半導体層と、第２導電形の第２半
導体層と、発光層と、誘電体層と、第１電極と、第２電極と、を備える。第１半導体層は
、第１面と、前記第１面とは反対側の第２面と、を有する。第２半導体層は、前記第１半
導体層の前記第２面の側に設けられる。発光層は、前記第１半導体層と前記第２半導体層
との間に設けられる。誘電体層は、前記第２面と接し、前記第１半導体層の屈折率よりも
低い屈折率を有する。第１電極は、前記第２面と接し、前記誘電体層と隣接して設けられ
た第１部分と、前記誘電体層の前記第１半導体層とは反対側に接する第２部分と、を有す
る。第１電極は、前記第２面に平行な面に投影したときに前記第２半導体層と重ならない
。第２電極は、前記第２半導体層のうち前記発光層とは反対側と接する接触部を含む。
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